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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品のプラズマ処理を実施するためのプラズマジェット装置であって、
　－　細長い中心電極（２）、
　－　前記中心電極を取り囲みかつ前記中心電極と共軸である細長い円筒状外部電極（１
）、
　－　前記外部電極と前記中心電極の間に共軸に配置された電気絶縁体（３）であって、
遠位端と近位端を持つ放電内腔が前記中心電極と前記電気絶縁体の間に規定される電気絶
縁体（３）、
　－　前記放電内腔にプラズマ生成ガスを供給するために、前記放電内腔の前記遠位端に
配置された供給開口（６）、
　－　前記中心電極と前記外部電極の間に電圧を与えるための電源（９）、
を含むものにおいて、
　前記電気絶縁体が、前記近位端で前記外部電極を越えて半径方向に延びる半径方向延長
部（２０）を含むことを特徴とするプラズマジェット装置。
【請求項２】
　電気絶縁体が近位端でＵ形状断面を有するように電気絶縁体が半径方向延長部（２０）
から遠位端に向けて延びる戻り脚（２１）をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載
のプラズマジェット装置。
【請求項３】
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　中心電極の外表面と電気絶縁体（４）の内表面の間の距離が０．１～１０ｍｍであるこ
とを特徴とする請求項１また２に記載のプラズマジェット装置。
【請求項４】
　電源（９）が１～１０ｋＶのＡＣまたはパルスＤＣ電圧を与えるように配置されている
ことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のプラズマジェット装置。
【請求項５】
　前記中心電極（２）及び前記外部電極（１）が管状であることを特徴とする請求項１か
ら４のいずれかに記載のプラズマジェット装置。
【請求項６】
　中心電極（２）が放電内腔の前記近位端と前記遠位端の間に延びる高さ、及びこの高さ
に対して垂直に延びる長さを持つ板として形状付与されており、かつ前記外部電極（１）
が中心電極（２）に実質的に平行である前側及び後側（７０，７１）を含むことを特徴と
する請求項１から４のいずれかに記載のプラズマジェット装置。
【請求項７】
　前記中心電極（２）が近位端に中心電極の前記長さ（６１）の全体に沿って丸い延長部
（３０）を含むことを特徴とする請求項６に記載のプラズマジェット装置。
【請求項８】
　近位端のプラズマ残光中に反応性化学化合物を直接導入するための、中心電極（２）を
通る供給導管（７）を更に含むことを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載のプラ
ズマジェット装置。
【請求項９】
　物品のプラズマ処理を実施するためのプラズマジェット装置であって、
　－　第一方向に延びる高さ、及びこの高さに対して垂直に延びる長さを持つ板として形
状付与された中心電極（１５）、
　－　前記中心電極に実質的に平行である、前記中心電極の両側の二つの外部電極（１６
，１７）、
　－　前記外部電極と前記中心電極の間に実質的に平行に配置された二つの電気絶縁体（
１８，１９）であって、放電内腔の遠位端と近位端の間の前記第一方向に延びる放電内腔
が前記中心電極と前記電気絶縁体の間に規定される二つの電気絶縁体（１８，１９）、
　－　前記放電内腔にプラズマ生成ガスを供給するために、前記放電内腔の遠位端に配置
された供給開口（６）、
　－　中心電極と外部電極の間に電圧を与えるための電源（９）、
を含むものにおいて、
　前記電気絶縁体が近位端で外部電極の外表面を越えて外向きに延びること、及び前記中
心電極が近位端に中心電極の前記長さ（６１）の全体に沿って丸い延長部（３０）を含む
ことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　電気絶縁体が更に外部電極の外表面で遠位端に向けて延びる（４１）ことを特徴とする
請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　近位端のプラズマ残光中に反応性化合物を直接導入するための、中心電極を通る供給導
管（７）を更に含むことを特徴とする請求項９または１０に記載の装置。
【請求項１２】
　中心電極（１５）が平坦な電極であることを特徴とする請求項９から１１のいずれか一
つに記載の装置。
【請求項１３】
　プラズマ流を生成するための方法において、
　－　請求項１から８のいずれかに記載のプラズマジェット装置を準備し、
　－　供給開口を通してプラズマガス流を供給し、
　－　反応性化学化合物（例えばモノマー）流を供給開口（６）を通して及び／またはプ
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ラズマの開放端のプラズマ放電内に反応性化学化合物を導入する中心電極を通して供給し
、そして
　－　中心電極と外部電極の間に１～１００ｋＶの電圧を供給する、
工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　プラズマ流を生成するための方法において、
　－　請求項９から１２のいずれかに記載のプラズマジェット装置を準備し、
　－　供給開口を通してプラズマガス流を供給し、
　－　反応性化学化合物（例えばモノマー）流を供給開口（６）を通して及び／またはプ
ラズマの開放端のプラズマ放電内に反応性化学化合物を導入する中心電極を通して供給し
、そして
　－　中心電極と外部電極の間に１～１００ｋＶの電圧を供給する、
工程を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はプラズマ浄化、表面変性及び表面被覆のために使用可能なプラズマ処理装置に
関する。特に、本願は新規なプラズマジェットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大気圧プラズマジェットは例えばＷＯ　９８／３５３７９またはＷＯ　９９／２０８０
９に記載のように業界で知られている。これらのプラズマジェット装置は中心に置かれた
電極の外径と外部電極の内径の間にプラズマ放電空間を規定する二つの共軸に置かれた電
極を含む。プラズマジェットは、十分な電圧が電極間に付与されながら装置の閉鎖端にガ
スの流れを導入することにより装置の開放端で発生されることができる。前記電極間に、
誘電材料がアークを避けるために置かれることができる。プラズマのジェットは、表面を
エッチングし、浄化しまたは被覆するために使用されることができる。従来技術の装置で
は、適度に効率的なプラズマジェットを得ることは現在既知の装置の幾つかの制約のため
困難である。例えば、適度な寸法を持つ従来技術の古典的なプラズマジェットによりゴム
を十分に活性化することは不十分なエネルギー出力のため現在は不可能である。従って、
ほとんどのプラズマジェット装置はより高いプラズマ密度を得るためにプラズマジェット
を収斂するノズルを使用する。しかし、これは、処理されたスポットが小さく、より多く
の装置、より多くの時間、またはより大きな装置が特定の表面を処理するために必要であ
るという不利を持つ。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は従来技術から既知のものより効率的なプラズマジェット装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は円筒状２－電極装置または平行３－電極装置を含む大気圧プラズマジェットに
関する。２－電極装置は中心円筒状金属電極と外部円筒状金属電極を含む管状装置である
ことができ、前記円筒状金属電極は共軸であり、かつプラズマ放電内腔を規定し、前記装
置は開放（近位）端と閉鎖（遠位）端を持ち、前記プラズマ放電内腔は前記開放端で大気
に開放しておりかつ前記閉鎖端にガス流供給開口、前記中心円筒状金属電極と前記外部円
筒状金属電極の間に挿入された誘電材料を含み、前記誘電材料が前記開放端で半径方向に
延びていることを特徴とする。
【０００５】
　平行装置の一実施態様は一つの中心の平坦なまたは特別に形成された金属電極と二つの
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外部金属電極を含み、前記電極は実質的に平行、すなわち一定（±１ｍｍ）の距離にあり
、かつプラズマ放電内腔を規定し、前記平行装置は開放（近位）端と閉鎖（遠位）端を持
ち、前記プラズマ放電内腔は前記開放端で大気に開放しておりかつ前記閉鎖端にガス流供
給開口、前記中心金属電極と前記外部金属電極の間に挿入された誘電材料を含み、前記誘
電材料が前記開放端で外向きに延びていることを特徴とする。特別の実施態様によれば、
外部電極は中心電極と共軸である一つの電極を形成するようにその側部で連結されている
。従って、この実施態様と管状実施態様は一つの内部及び一つの外部電極を持つ円筒状装
置の二つの変形である。
【０００６】
　従って、本発明は物品のプラズマ処理を実施するためのプラズマジェット装置に関する
。円筒状２－電極形状と平行３－電極形状が記載されている。円筒状プラズマジェット装
置は：
　－　細長い中心電極、
　－　前記中心電極を取り囲みかつ前記中心電極と共軸である細長い円筒状外部電極、
　－　前記外部電極と前記中心電極の間に共軸に配置された電気絶縁体であって、遠位端
と近位端を持つ放電内腔が前記中心電極と前記電気絶縁体の間に規定される電気絶縁体、
　－　前記放電内腔にプラズマ生成ガスを供給するために、前記放電内腔の前記遠位端に
配置された供給開口、
　－　前記中心電極と前記外部電極の間に電圧を与えるための電源
を含み、
　前記電気絶縁体が前記近位端で半径方向に置かれたリングとして前記外部電極の外表面
を越えて延びる。電極は管状でありかつ円形断面と共軸であることができ、または中心電
極は平坦なプレート形状電極であることができ、一方で外部電極は中心電極に実質的に平
行である前側及び後側を持つ。平坦電極の代わりに、平行装置は－近位端に－電極の長さ
に沿って丸い延長部を持つ中心電極を持つことができ、一方で外部電極の前面及び後面は
前記中心電極に平行のままであることができる。
【０００７】
　好適実施態様によれば、近位端のプラズマ残光中に反応性化学化合物を直接導入するた
めに中心電極を通して供給導管が与えられる。
【０００８】
　本発明による３－電極平行プラズマジェット装置は：
　－　中心電極、例えば平坦なプレート形状電極、
　－　前記中心電極に実質的に平行である、前記中心電極の両側の二つの外部電極、
　－　前記外部電極と前記中心電極の間に実質的に平行に配置された二つの電気絶縁体で
あって、遠位端と近位端を持つ放電内腔が前記中心電極と前記電気絶縁体の間に規定され
る二つの電気絶縁体、
　－　前記放電内腔にプラズマ生成ガスを供給するために、前記放電内腔の遠位端に配置
された供給開口、
　－　好ましくは近位端のプラズマ残光中に反応性化合物を直接導入するための中心電極
を通る供給導管、
　－　中心電極と外部電極の間に電圧を与えるための電源、
を含み、前記電気絶縁体が近位端で外部電極の外表面を越えて外向きに延びる。
【０００９】
　本発明によるプラズマジェット装置において、電気絶縁体は好ましくは更に外部電極の
外表面で遠位端に向けて延びる。有利には、中心電極の外表面と電気絶縁体の内表面の間
の距離は０．１～１０ｍｍである。電源は、好ましくは管状形状のためには１～１０ｋＶ
、平行形状のためには１～１００ｋＶのＡＣまたはパルスＤＣ電圧を与えるように配置さ
れる。
【００１０】
　本発明の別の態様はプラズマ流を生成するための方法に関し：
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　－　本発明によるプラズマジェット装置を準備し、
　－　供給開口を通してプラズマガス流を供給し、
　－　反応性化学化合物（例えばモノマー）流を供給開口を通して及び／またはプラズマ
の開放端のプラズマ放電内に反応性化学化合物を導入する中心電極を通して供給する、そ
して
　－　中心電極と外部電極の間に１～１００ｋＶの電圧を供給する、
工程を含む。
【００１１】
図面の簡略説明
　図１は従来技術のプラズマジェット設計を示す。
【００１２】
　図２は本発明によるプラズマジェット装置の概略概観図を示す。
【００１３】
　図３は本発明による平行プラズマジェット装置の概略概観図を示す。
【００１４】
　図４は平行電極を持つ実施態様の特別な形状の概略概観図を示す。
【００１５】
　図５は本発明による平行プラズマジェット装置の多数の可能な断面を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１に示したような従来技術のプラズマジェットは通常、外部電極１１、内部電極１２
、及びそれらの間に挿入された誘電材料１３を含む。
【００１７】
　本発明の管状実施態様は図２に見ることができ、二つの共軸円筒状電極（１，２）を持
ちかつ誘電材料３の形の一つの特別に形成された電気絶縁体を持つ大気圧プラズマジェッ
トに関する。誘電遮断体はプラズマジェットの近位端で、好ましくはＵ－形状延長部２０
の形で延びている。プラズマジェットは３０℃～６００℃の温度で作動し、プラズマ浄化
、表面変性及び表面被覆のために使用されることができる。Ｕ－形状誘電材料は全てのこ
れらの用途のために大きな利点を持つ。リング、従って管状形状の半径方向延長部はまた
、好ましい実施態様（“Ｕ”形状の戻り脚２１を持たない）である。装置の遠位端に、中
心電極と誘電材料３の間に規定された内腔にプラズマガスを供給する供給開口６がある。
好ましくは、中心電極２はアース８に連結され、一方外部電極は電圧源９に連結される。
アースに連結された電極１と電圧源に連結された電極２はまた、可能な実施態様である。
両電極が電圧源に連結されている実施態様もまた、この発明に含まれる。中心電極２を通
る供給導管７は開放端のプラズマ残光中に反応性化合物を直接導入するために与えられる
ことができる。中心電極の外表面と電気絶縁体の内表面の間の距離４は０．１～１０ｍｍ
である。距離５は均質なプラズマ領域の直径である。距離５０は外部電極１の高さに相当
する前記均質なプラズマ領域の高さである。
【００１８】
　中心電極２と外部電極１は円形断面を持つ円筒状、すなわち管状であることができる。
これに代えて、中心電極は平坦な電極２であることができ、一方外部電極１は一つの円筒
状外部電極１を形成するために側部７２で連結された前側と後側７０，７１（図５Ａ参照
）を含む。そのとき絶縁体３もまた、中心電極に平行でかつ一つの円筒状絶縁体３を形成
するように側部で連結７５された前側と後側７３，７４を含む。
【００１９】
　図３は三つの平行電極を備えた本発明によるプラズマジェット装置を示す。この装置は
中心電極１５、及びこの中心電極の両側の二つの平行な電極１６，１７を含む。この図は
装置の切断図を示す。実際の装置はもちろん側部で閉じられている。可能な断面は図５Ｂ
から５Ｄに示されている。図５Ｂから５Ｄに示された装置はその側部で適当な絶縁材料（
図示せず）により閉じられる。図３の平行装置は電極に実質的に平行である二つの誘電部
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分１８，１９を持つ。装置の遠位端に、プラズマ生成ガスを中心電極と絶縁体の間に規定
された放電内腔に供給する供給開口６が与えられている。中心電極１５を通る供給導管７
は開放端のプラズマ残光中に反応性化合物を直接導入するために与えられることができる
。中心電極１５はアース８に連結され、一方外部電極１６，１７は電圧源９に連結される
。外部電極１６，１７がアースに連結され、中心電極１５が電圧源に連結されている実施
態様もまた、この発明に含まれる。また、中心電極１５と外部電極１６，１７の両方が電
圧源に連結されている実施態様もこの発明に含まれる。装置の近位端で、誘電部分は好ま
しくはＵ形状の外向き延長部４０を持って、または平坦な外向き延長部を持って、従って
Ｕ形状の戻り脚４１を持たずに作られる。中心電極の外表面と電気絶縁体の内表面の間の
距離４は０．１～１０ｍｍである。距離５は均質なプラズマ領域の幅である。距離６０は
外部電極の高さに相当する前記均質なプラズマ領域の高さである。距離６１は装置の長さ
（深さ）に相当するプラズマ領域の長さである。
【００２０】
　図４は本発明による平行プラズマジェット装置の可能な特別な形状を示す。この形状で
は、プラズマジェットの前記開放端に中心金属電極１５の全長に沿って丸い延長部３０が
ある。図４に示されるように、特別に形成された誘電材料（１８，１９）と外部金属電極
（１６，１７）の両者は中心電極の外表面と電気絶縁体の内表面の間の一定（±１ｍｍ）
の距離を保証するために特別な形を持つ。参照番号６０はプラズマジェットの高さ、５は
均質な有効プラズマ残光の幅を示し、そして６１は平行電極間のプラズマ領域の長さを示
す。丸い延長部３０のため、残光の濃度及び従って残光内のプラズマ密度は増加される。
【００２１】
　一般的に、本発明によるプラズマジェットを用いるとき次の動作特性が使用されること
ができる：
　－　１０ｃｍの電極高さ５０を持つ管状装置（以下、管状装置と称する）のための電力
：２０－７５０ワット；
　－　１０ｃｍの電極高さ（５０，６０）と１０ｃｍの電極長さ（６１）を持つ平行装置
（一つの外部電極を持つ平行装置を含む）（以下、平行装置と称する）のための電力：１
００－５０００ワット。付与される電力は用途に依存する。
　－　電圧（８）：１－１００ｋＶ
　－　プラズマガス流（６）：管状装置に対しては１－４００　ｌ／分、平行装置に対し
ては１０－４０００　ｌ／分。
　－　予熱プラズマガスの温度：２０－４００℃（これはプラズマガスがプラズマジェッ
ト内に挿入される前に４００℃迄予熱されることができることを意味する）。
　－　プラズマガス：Ｎ２，空気，Ｈｅ，Ａｒ，ＣＯ２＋これらのガスとＨ２，Ｏ２，Ｓ
Ｆ６，ＣＦ４，飽和及び不飽和炭化水素ガス、フッ素化炭化水素ガスの混合物。
　－　モノマー流：１－２０００ｇ／分（中心電極内の導管７を通して直接プラズマ残光
中に）。
　－　供給ガス流：０．１－３０　ｌ／分（中心電極内の導管７を通して直接プラズマ残
光中に）。
　－　内部間隙距離（４）：０．１－１０ｍｍ（プラズマガス及び用途に依存して）。
　－　均質なプラズマ領域の直径（管状装置に対して）または幅（５）（平行装置に対し
て）：６－８０ｍｍ。
　－　有効プラズマ残光の長さ：５－１００ｍｍ（用途に依存して）。
【００２２】
　高電圧ＡＣまたはパスルＤＣ電力が電極の一つにかけられると、誘電遮断体放電が誘電
体と内部電極の間に起こる。プラズマからの活性種がプラズマガス流によりプラズマジェ
ットから吹き出される。この残光は試料に向けられ、この方式で３－Ｄ対象物がプラズマ
処理されることができる。パルスＤＣ電力が使用される場合、周波数は好ましくは１～２
００ｋＨｚから、有利には５０～１００ｋＨｚである。
【００２３】
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　本発明によるプラズマジェット装置から半径方向または外向きに延びる誘電体の利点は
次の三つの概念：プラズマ源への距離、活性化の幅及びプラズマガスの消費、によりまと
められることができる。
【００２４】
プラズマ源への距離
　プラズマ放電中のラジカル、特にイオンは極めて短時間存続し、ほとんど放電領域の外
側に輸送されることができないことが注意されるべきである。他方、プラズマの内側で生
成された準安定な種は大気圧でより長い、典型的には数百ミリ秒のオーダーの寿命を持つ
。このより長い寿命はそれらのプラズマガス流によるプラズマ容積からの搬出を可能とす
る。明らかに最も反応性の準安定な種がまず失われるであろう。プラズマ源に近い程、プ
ラズマ残光はより反応性である。本発明による新規なプラズマジェット装置により、試料
は実際のプラズマ源から２ｍｍまでもたらされることができる。実験は特定のポリマーの
安定な活性化が半径方向または外向きに延びる誘電体を持つ説明されたプラズマジェット
形状を用いるときにのみ実現されることができることを示した。
【実施例】
【００２５】
ゴムのプラズマ活性化
　古典的概念ではゴムは十分に活性化することが不可能である：ゴム／プラズマ源の距離
は大き過ぎると思われる。最も反応性の、この場合必要なプラズマ種はそれらがゴム試料
に当たる前に失われる。
【００２６】
　図２のようなＵ－形状誘電体を用いるとき、より反応性のプラズマ残光が得られる。
　パラメーター：
　－　電力：４００ワット
　－　周波数：７０ｋＨｚ
　－　プラズマガス：６５　ｌ　空気／分
　－　前駆体：なし
　－　プラズマ残光の温度：６５℃
　－　ゴム／プラズマ源の距離：４ｍｍ
　－　プラズマ活性化前の表面エネルギー：±２０ダイン
　－　プラズマ活性化後の表面エネルギー：＞７５ダイン
　－　プラズマ活性化後１週間の表面エネルギー：６２ダイン。
【００２７】
ＰＶＣのプラズマ活性化
　ＰＶＣは感熱性である。古典的概念により実施された活性化はやがて安定でなくなる。
数時間後、活性化は完全に失われた。
【００２８】
　Ｕ－形状誘電体を用いるとき、より反応性のプラズマ残光が得られる。
　－　電力：３００ワット
　－　周波数：３２ｋＨｚ
　－　プラズマガス：６０　ｌ　Ｎ２／分
　－　前駆体：なし
　－　プラズマ残光の温度：６０℃
　－　ＰＶＣ／プラズマ源の距離：５－７ｍｍ
　－　プラズマ活性化前の表面エネルギー：４５ダイン
　－　プラズマ活性化後の表面エネルギー：＞７５ダイン
　－　プラズマ活性化後１週間の表面エネルギー：６４ダイン
　－　プラズマ活性化後１ヶ月の表面エネルギー：５６ダイン
　－　プラズマ活性化後４ヶ月の表面エネルギー：５４ダイン
【００２９】
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活性化の幅
　もし平坦な試料がプラズマ残光に近づけられるなら、プラズマ残光の活性種がプラズマ
ジェットと試料の間のある領域に渡って広げられる。これは活性化スポットがプラズマジ
ェットの直径よりかなり広くなることを意味する。試料が実際のプラズマ源により近くも
たらされる程、活性化スポットはより広くなるであろう。実験は、本発明によるプラズマ
ジェット（Ｕ－形状誘電体を持つ）により同じプラズマ条件に対し活性化スポットが古典
的概念によるよりかなり広くなることを確認した。
【００３０】
ポリエチレンのプラズマ活性化
　活性化されたスポットの広さを増加することは（多数の）プラズマジェットの作業コス
ト全体を減らすであろう。本発明によるプラズマジェットを用いるとき、より反応性のプ
ラズマ残光が得られ、活性種はより広い領域に渡って広げられる。
　－　電力：２００ワット
　－　周波数：５０ｋＨｚ
　－　プラズマガス：５０　ｌ　Ｎ２／分
　－　前駆体：なし
　－　プラズマ残光の温度：６５℃
　－　プラズマジェットの直径：１５ｍｍ
　－　プラズマ活性化前の表面エネルギー：３２ダイン
　－　プラズマ活性化後の表面エネルギー：６２ダイン

【００３１】
　古典的概念による均質な活性化スポットの広さは試料／プラズマジェットの距離１．５
ｍｍで最大３２ｍｍであった。
【００３２】
ポリプロピレンのプラズマ活性化
　活性化スポットの広さを増加することは（多数の）プラズマジェットの作業コスト全体
を減らすであろう。本発明によるプラズマジェットを用いるとき、より反応性のプラズマ
残光が得られ、活性種はより広い領域に渡って広げられる。
　－　電力：２００ワット
　－　周波数：５０ｋＨｚ
　－　プラズマガス：５０　ｌ　空気／分
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　－　前駆体：なし
　－　プラズマ残光の温度：６５℃
　－　プラズマジェットの直径：１５ｍｍ
　－　プラズマ活性化前の表面エネルギー：３６ダイン
　－　プラズマ活性化後の表面エネルギー：７０ダイン

【００３３】
　古典的概念による均質な活性化スポットの広さは試料／プラズマジェットの距離１．５
ｍｍで最大３３ｍｍであった。
【００３４】
プラズマガス／プラズマ電力の消費
　試料が実際のプラズマ領域により接近してもたらされることができるという事実の結果
として、より少ない反応種が残光中で失われる。従って、古典的プラズマジェットに比べ
て、ガス及び／または電力のより低い消費で同じ効果が得られることができる。この最後
の利点は二つのより先の利点の間接的結果として見られることができる。
【００３５】
　同じプラズマ活性化効果のために必要とされるガス及び／または電力がより少ないこと
が実験的に示された。かかる実験は当業者により実施されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】従来技術のプラズマジェット設計を示す。
【図２】本発明によるプラズマジェット装置の概略概観図を示す。
【図３】本発明による平行プラズマジェット装置の概略概観図を示す。
【図４】平行電極を持つ実施態様の特別な形状の概略概観図を示す。
【図５】本発明による平行プラズマジェット装置の多数の可能な断面を示す。



(10) JP 5122304 B2 2013.1.16

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 5122304 B2 2013.1.16

【図５】



(12) JP 5122304 B2 2013.1.16

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ハヴェルマンズ，　ダニー
            ベルギー，　ベ－２３４０　ビアス，　コニンギン　アストリドシュトラート　１６
(72)発明者  クールズ，　ヤン　ヨゼフ
            ベルギー，　ベ－２４９０　バレン，　グリース　９０

    審査官  藤本　加代子

(56)参考文献  国際公開第２００３／０７１８３９（ＷＯ，Ａ１）
              特開平０７－２１１６５６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０３０９６８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０２３９７２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－３０３８１４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－０３９９９３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２６０５９７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－０９３８６９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H05H   1/24
              C08J   7/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

